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l\/aske sSQW |n Be |ch (;éer Storstoffkonzentra- tion durch Ei nbringen

iines Stor %E esgers't‘; o g d%r Gate-El ektrode (5) und der
Se envvan i ,g;@g@gut%tr sgebd Haske ausgebil det wird. 45 50 55 8
deten Halbleiterbereich (4) des zweiten Leitf4-

higkeitstyps gebildet wird.
25
4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
wobei die MISFETs (1, 2) des ersten und des
zweiten Leitfdhigkeitstyps N- bzw. P-Kanal-
MOSFETs sind.
30
5. \Verfahren nach Anspruch 4, wobei die Source-
und Drain-Bereiche (7) des N-Kanal-MOSFETs
(1) einen LDD-Aufbau haben, der dadurch her-
gesielit wird, daB
ein Bereich (9) niedriger Storstoffkonzen— 35
tration durch Einbringen eines Stdrstoffs unter
Verwendung der Gate-Elektrode (5) als Maske
sowie

. ein Bersich (8) hoher Stirstoffkonzentra-

N tion durch Einbringen eines Storstoffs unter 40
Verwendung der Gate-Elektrode (5) und der
Seitenwand-Abstandselemente (6) als Maske
ausgebildet wird.
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